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１．概要（Summary） 

BN膜をRF-MEMSスイッチに用いることで、ホットスイ

ッチング時における動作回数向上が期待される。そこで

東北大学西澤潤一記念研究センターの施設を利用して、

BN膜を用いた RF-MEMSスイッチの作製を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  アルバック ICP-RIE 

【実験方法】 

（i） BN接点作製  

（ii） 下地層回路作製 

（iii） Ti抵抗線作製 

（iv） Ni犠牲層作製 

（v） Ni犠牲層ディンプル作製 

（vi） Auめっき層作製 

（vii） Ni犠牲層除去 

（viii） 洗浄・IPA置換。超臨界乾燥 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

(i) BN接点作製の洗浄工程において、BN膜が剥離

したため、デバイス作製を中止した。そのサンプルを Fig. 

1に示す 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者 

・ローム株式会社 奥良彰様  

・神港精機 野間正男様 

・兵庫県立工業技術センター 山下満様 

・大阪大学産業科学研究所 長谷川敏彦様 

・京都大学工学研究科 占部継一郎様, 江利口浩二様 

 

     

Fig. 1 Pictures of exfoliated BN film in the cleaning 

process. 
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